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(57)【要約】
【課題】反射膜のマイグレーションを防止すること。
【解決手段】図１に示すフリップチップ型のIII 族窒化
物半導体発光素子は、サファイア基板１０と、サファイ
ア基板１０上に順に形成されたｎ型層１１、発光層１２
、ｐ型層１３を有している。ｐ型層１３表面には、ｎ型
層１１に達する深さの孔１４が複数設けられている。ｐ
型層１３表面のほぼ全面に、ＩＴＯ電極１５が設けられ
、ＩＴＯ電極１５上にＳｉＯ2 からなる絶縁膜１６が設
けられている。また、絶縁膜１６中に埋め込まれたＡｇ
からなる反射膜１９を有している。反射膜１９の上部に
は、絶縁膜１６を介して導電膜２３が形成されている。
また、導電膜２３は、ｐ型層１３上に設けられたＩＴＯ
電極１５に接続されている。このような構成により、反
射膜１９は等電位な領域に位置することとなり、マイグ
レーションが防止される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁膜中にＡｇまたはＡｇ合金からなる反射膜が設けられ、その反射膜の少なくとも一
部が前記絶縁膜を介してｎ配線電極と、光透過性を有するｐコンタクト電極または、ｐ型
層とに挟まれた領域に位置するIII 族窒化物半導体発光素子において、
　前記領域であって、前記ｎ配線電極と前記反射膜との間に、前記絶縁膜を介して導電性
を有した導電膜を設け、
　前記導電膜は、前記ｐコンタクト電極または前記ｐ型層に接続している、
　ことを特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子。
【請求項２】
　前記ｐコンタクト電極は、ＩＴＯであることを特徴とする請求項１に記載のIII 族窒化
物半導体発光素子。
【請求項３】
　前記ｐコンタクト電極は、その一部に中間電極を有し、前記導電膜は、前記中間電極を
介して前記ｐコンタクト電極に接続していることを特徴とする請求項１または請求項２に
記載のIII 族窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
　前記導電膜は、前記領域と同一の領域、または、前記領域を含んでより広い領域に形成
されていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のIII 族窒化
物半導体発光素子。
【請求項５】
　前記ｐコンタクト電極または前記ｐ型層に接続するｐ配線電極を有し、
　前記導電膜を前記ｐ配線電極に接続することで、前記ｐ配線電極を介して前記導電膜を
前記ｐコンタクト電極または前記ｐ型層に接続している、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載のIII 族窒化物半導体
発光素子。
【請求項６】
　前記導電膜は、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、またはＩＴＯであることを特徴とする請求項１ない
し請求項５のいずれか１項に記載のIII 族窒化物半導体発光素子。
【請求項７】
　フリップチップ型の素子であることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか１
項に記載のIII 族窒化物半導体発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁膜中にＡｇまたはＡｇを含む合金からなる反射膜を有したIII 族窒化物
半導体発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１、２のように、絶縁膜中にＡｇまたはＡｇ合金からなる反射膜を設けたフリ
ップチップ型のIII 族窒化物半導体発光素子が知られている。この反射膜によって、発光
層からｐ型層側へと放射される光をｎ型層側へと反射して光取り出し効率を向上させてい
る。Ａｇはマイグレーションを起こしやすいため、このように反射膜を絶縁膜で覆うこと
でマイグレーションを抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３０２７４７号公報
【特許文献２】特開２０１０－２７８２４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、反射膜が絶縁膜中に設けられ、絶縁された状態となっている場合であっても、
絶縁膜を介してｐ電極とｎ配線電極との間に挟まれている領域の反射膜は、そのｐ電極－
ｎ配線電極間の電位差によってマイグレーションが生じてしまうことが発明者らの検討に
よりわかった。
【０００５】
　そこで本発明の目的は、絶縁膜中に設けられたＡｇまたはＡｇ合金からなる反射膜にマ
イグレーションが生じるのを抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、絶縁膜中にＡｇまたはＡｇ合金からなる反射膜が設けられ、その反射膜
の少なくとも一部が絶縁膜を介してｎ配線電極と、光透過性を有するｐコンタクト電極ま
たは、ｐ型層とに挟まれた領域に位置するIII 族窒化物半導体発光素子において、その領
域であって、ｎ配線電極と反射膜との間に、絶縁膜を介して導電性を有した導電膜を設け
、導電膜は、ｐコンタクト電極またはｐ型層に接続している、ことを特徴とするIII 族窒
化物半導体発光素子である。
【０００７】
　導電膜は、導電性を有した材料であれば任意の材料でよく、絶縁膜との密着性の高い材
料であれば好ましい。たとえば、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、ＩＴＯなどを用いることができる。
ｐコンタクト電極は、ｐ型層に直接接触する電極であり、III 族窒化物半導体発光素子の
発光波長に対して光透過性を有する材料であれば任意の材料を用いることができる。たと
えば、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）、ＩＣＯ（酸化インジウムセリウム）、ＩＺＯ（酸
化インジウム亜鉛）などの導電性透明酸化物や、Ａｕなどの金属薄膜である。
【０００８】
　導電膜とｐコンタクト電極またはｐ型層との接続は、直接に接続するものだけでなく、
ｐコンタクト電極またはｐ型層と接続するｐ配線電極を設け、導電膜とｐ配線電極とを接
続することで間接的に接続するものであってもよいし、ｐコンタクト電極とｐ配線電極と
の間に、ｐコンタクト電極の一部として中間電極を設け、導電膜と中間電極とを接続する
ことで間接的に接続するものであってもよい。
【０００９】
　導電膜は、反射膜が絶縁膜を介してｎ配線電極とｐコンタクト電極またはｐ型層とに挟
まれた領域と同一の領域に、または、反射膜が絶縁膜を介してｎ配線電極とｐコンタクト
電極またはｐ型層とに挟まれた領域を含むより広い領域に形成されていることが望ましい
。等電位な領域がさらに広くなるので、反射膜のマイグレーションがより抑制される。
【００１０】
　反射膜は単層であってもよいし多層であってもよい。また、絶縁膜との密着性を向上さ
せるために、絶縁膜と反射膜との間にＴｉなどの膜を設けてもよい。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、ｐコンタクト電極はＩＴＯであることを特徴とす
るIII 族窒化物半導体発光素子である。
【００１２】
　第３の発明は、第１の発明または第２の発明において、ｐコンタクト電極は、その一部
に中間電極を有し、導電膜は、中間電極を介してｐコンタクト電極に接続していることを
特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子である。
【００１３】
　第４の発明は、第１の発明から第３の発明において、導電膜は、前記領域と同一の領域
、または、前記領域を含んでより広い領域に形成されていることを特徴とするIII 族窒化
物半導体発光素子である。
【００１４】
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　第５の発明は、第１の発明から第４の発明において、ｐコンタクト電極またはｐ型層に
接続するｐ配線電極を有し、導電膜をｐ配線電極に接続することで、ｐ配線電極を介して
導電膜をｐコンタクト電極またはｐ型層に接続している、ことを特徴とするIII 族窒化物
半導体発光素子である。
【００１５】
　第６の発明は、第１の発明から第５の発明において、導電膜は、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、ま
たはＩＴＯであることを特徴とするIII 族窒化物半導体発光素子である。
【００１６】
　第７の発明は、第１の発明から第６の発明において、フリップチップ型の素子であるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、反射膜とｎ配線電極との間に挟まれた領域における絶縁膜中に導電膜
を設け、導電膜をｐ型層またはｐコンタクト電極と接続しているため、ｐ型層またはｐコ
ンタクト電極とｎ配線電極との間に挟まれた領域の反射膜は等電位な領域に位置すること
となり、反射膜のマイグレーションを防止することができる。
【００１８】
　特に本発明はフリップチップ型の素子に用いるのが有効である。フリップチップ型の素
子では、ｐ電極あるいはｐ型層とｎ配線電極との間の領域にも、絶縁膜を介して反射膜を
設けることが、構造的に必要なためである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子の構成を示した断面図。
【図２】実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子の製造工程を示した図。
【図３】実施例１の変形例のIII 族窒化物半導体発光素子の構成を示した図。
【図４】実施例１の変形例のIII 族窒化物半導体発光素子の構成を示した図。
【図５】実施例１の変形例のIII 族窒化物半導体発光素子の構成を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の具体的な実施例について図を参照に説明するが、本発明は実施例に限定
されるものではない。
【実施例１】
【００２１】
　図１は、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子の断面図である。図１のように、実施
例１のIII 族窒化物半導体発光素子は、フリップチップ型の素子であり、サファイア基板
１０と、サファイア基板１０上に順に形成されたｎ型層１１、発光層１２、ｐ型層１３を
有している。これらｎ型層１１、発光層１２、ｐ型層１３は、従来知られた任意の構成で
よい。ｎ型層１１は、たとえばサファイア基板１１側から順に、ｎコンタクト層、ＥＳＤ
層、ｎクラッド層で構成される。発光層１２は、たとえばＭＱＷ構造であり、ＩｎＧａＮ
からなる井戸層とＧａＮからなる障壁層とが繰り返し積層された構造である。ｐ型層１３
は、たとえば発光層１２側から順に、ｐクラッド層、ｐコンタクト層で構成される。ｐ型
層１３表面には、そのｐ型層１３表面からｎ型層１１に達する深さの孔１４（ｎ型層１１
が積層構造である場合にはｎコンタクト層に達する深さ、以下において同様）が複数設け
られている。また、ｐ型層１３表面の孔１４が設けられた領域以外のほぼ全面に、ＩＴＯ
（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ；酸化インジウムスズ）電極１５が設けられている
。ＩＴＯ電極１５は、ｐ型層１３にコンタクトをとるｐコンタクト電極であり、素子の発
光波長に対して透明である。さらに、ＩＴＯ電極１５の表面、孔１４の側面および底面、
ｐ型層１３表面のうちＩＴＯ電極１５が形成されていない領域、に連続してＳｉＯ2 から
なる絶縁膜１６が設けられている。絶縁膜１６の材料には、ＳｉＯ2 以外にも、Ｓｉ3 Ｎ

4 、Ａｌ2 Ｏ3 、ＴｉＯ2 、などのIII 族窒化物半導体発光素子の発光波長に対して透光
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性を有した絶縁材料を用いることができる。
【００２２】
　絶縁膜１６上（サファイア基板１１側とは反対側の絶縁膜１６表面）にはｎ配線電極１
７とｐ配線電極１８が形成されている。ｎ配線電極１７およびｐ配線電極１８は、素子面
方向に広がる配線状に構成されている。絶縁膜１６にはｎ型層１１を露出させる孔２０（
ｎ型層１１が積層構造である場合にはｎコンタクト層を露出させる深さの孔）、およびＩ
ＴＯ電極１５を露出させる孔２１が設けられ、孔２０を通してｎ配線電極１７とｎ型層１
１とがｎ中間電極２４を介して接触し、孔２１を通してｐ配線電極１８とＩＴＯ電極１５
とがｐ中間電極２５を介して接触している。ｎ中間電極２４は、ｎ型層１１とコンタクト
をとるｎコンタクト電極である。ｎ中間電極２４、ｐ中間電極２５はＮｉ／Ａｕ／Ａｌ（
サファイア基板１１に近い側から順にＮｉ膜、Ａｕ膜、Ａｌ膜の３層で構成された積層構
造、記号「／」は積層であることを意味し、Ａ／ＢはＡを成膜したのちＢを成膜した積層
構造であることを意味する。以下において同じ）からなり、Ｎｉ膜が５０ｎｍ、Ａｕ膜が
１５００ｎｍ、Ａｌ膜が１０ｎｍである。
【００２３】
　絶縁膜１６中には、反射膜１９が埋め込まれている。反射膜１９は、Ａｌ／Ａｇ／Ａｌ
の３層構造であり、Ａｌの厚さは１～３０Åである。このように反射膜１９を絶縁膜１６
で覆うことにより、反射膜１９のマイグレーションを抑制している。反射膜１９をＡｇの
単層ではなく、Ａｇ層をＡｌ層で挟んだ構造としたのは、Ａｇよりもイオン化傾向が大き
なＡｌでＡｇを挟むことによりＡｇのマイグレーションを防止するためである。反射膜１
９の材料は、Ａｌ／Ａｇ／Ａｌ以外でもよく、ＡｇまたはＡｇ合金からなる単層や、Ａｇ
またはＡｇ合金からなる層を含む複層であればよい。
【００２４】
　絶縁膜１６中であって、反射膜１９の上部（ＩＴＯ電極１５側とは反対側）に当たる領
域には、導電膜２３が形成されている。導電膜２３は、導電性を有した材料であればよく
、絶縁膜１６との密着性がよい材料が好ましい。たとえばＡｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、ＩＴＯなど
を用いることができる。また、導電膜２３の一部は、ＩＴＯ電極１５に接触している。接
触位置は任意の位置でよいが、反射膜１９の面積が狭くなって光取り出し効率が低下して
しまわないよう接触範囲はなるべく狭くすることが望ましい。また、導電膜２３は部分的
に反射膜１９に接触するようにしてもよい。
【００２５】
　ｎ配線電極１７、ｐ配線電極１８上は、絶縁膜２２に覆われている。そして、ｎ配線電
極１７上部（サファイア基板１１側とは反対側）に位置する絶縁膜２２上、およびｐ配線
電極１８上部（サファイア基板１１側とは反対側）に位置する絶縁膜２２上に、それぞれ
はんだ層２６、２７が形成されている。絶縁膜２２にはｎ配線電極１７、ｐ配線電極１８
が底面に露出する孔２８、２９が設けられ、この孔２８、２９を介してｎ配線電極１７と
はんだ層２６、およびｐ配線電極１８とはんだ層２７が接続されている。はんだ層２６、
２７はＴｉ／Ｎｉ／Ａｕ／ＡｕＳｎ／Ａｕであり、膜厚はそれぞれ順に１００ｎｍ、１５
０ｎｍ、５０ｎｍ、５０００ｎｍ、５０ｎｍである。
【００２６】
　実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子は、絶縁膜１６中の反射膜１９によって光をサ
ファイア基板側へと反射して光を取り出すフリップチップ型の素子である。ここで、実施
例１のIII 族窒化物半導体発光素子では、ＩＴＯ電極１５と接続された導電膜２３を設け
たことにより、ＩＴＯ電極１５と導電膜２３がおよそ等電位となる。また、従来、絶縁膜
１６を介してｎ配線電極１７とＩＴＯ電極１５とに挟まれた領域の反射膜１９は、絶縁膜
１６を介して導電膜２３とＩＴＯ電極１５に挟まれることとなる。そのため、絶縁膜１６
を介してｎ配線電極１７とＩＴＯ電極１５とに挟まれた領域の反射膜１９は、等電位の領
域に位置することとなり、反射膜１９には電界が生じず、マイグレーションが防止される
。
【００２７】
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　なお、導電膜２３は、反射膜１９が絶縁膜１６を介してｎ配線電極１７とＩＴＯ電極１
５とに挟まれた領域と同一の領域、または、反射膜１９が絶縁膜１６を介してｎ配線電極
１７とＩＴＯ電極１５とに挟まれた領域を含むより広い領域に形成することが望ましい。
等電位となる領域がより広がり、その等電位な領域に反射膜１９がより確実に含まれるよ
うになるため、反射膜１９のマイグレーションをより抑制することができる。
【００２８】
　また、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子では、反射膜１９の上部（サファイア基
板１１側とは反対側）に絶縁膜１６を介して導電膜２３を設ける構成としているが、反射
膜１９上部であって、ｎ配線電極１７の下部（サファイア基板１１側）に当たる領域にの
み導電膜２３を設けるようにしてもよい。
【００２９】
　また、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子では、導電膜２３の一部をＩＴＯ電極１
５に接続する構成としているが、導電膜２３の電位がｐ配線電極１８とおよそ等電位とな
る構成であれば任意の構成でよい。たとえば、図３のように、導電膜２３の一部をｐ中間
電極２５に接続する構成や、図４のように、導電膜２３の一部をｐ型層１３に接続する構
成や、図５のように、導電膜２３の一部をｐ配線電極１８に接続する構成としてもよい。
いずれの場合も、導電膜２３とＩＴＯ電極１５またはｐ型層１３とが間接的に接続される
構成となるため、反射膜１９が等電位の領域中に存在することとなり、反射膜１９のマイ
グレーションを防止することができる。
【００３０】
　次に、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子の製造工程について、図２を参照に説明
する。
【００３１】
　まず、サファイア基板１０上に、ＭＯＣＶＤ法によって、ｎ型層１１、発光層１２、ｐ
型層１３を順に形成する。原料ガスには、Ｇａ源としてＴＭＧ（トリメチルガリウム）、
Ｉｎ源としてＴＭＩ（トリメチルインジウム）、Ａｌ源としてＴＭＡ（トリメチルアルミ
ニウム）、窒素源としてアンモニア、ｎ型ドーピングガスとして、シラン、ｐ型ドーピン
グガスとしてシクロペンタジエニルマグネシウム、キャリアガスには水素または窒素を用
いる。そして、ｐ型層１３上の一部領域に、蒸着によって１００ｎｍのＩＴＯ電極１５を
形成する（図２（ａ））。
【００３２】
　次に、フォトリソグラフィとドライエッチングによって、所定の領域にｐ型層１３表面
からｎ型層１１に達する深さの孔１４を形成し、孔１４の底面に露出したｎ型層１１の所
定の領域、およびＩＴＯ電極１５上の所定の領域に、蒸着、リフトオフによってｎ中間電
極２４、ｐ中間電極２５をそれぞれ形成し、５７０℃で熱処理を行う（図２（ｂ））。
【００３３】
　次に、上面全面、すなわち、ＩＴＯ電極１５表面、孔１４の底面および側面、ｐ型層１
３表面であってＩＴＯ電極１５の形成されていない領域、ｎ中間電極２４、ｐ中間電極２
５上に連続して、ＣＶＤ法によって、ＳｉＯ2 からなる厚さ１００ｎｍの第１絶縁膜１６
ａ（絶縁膜１６の一部）を形成する。そして、第１絶縁膜１６ａ上であって、ｎ中間電極
２４、ｐ中間電極２５上部に当たる領域および導電膜２３とＩＴＯ電極１５とを接続する
領域、を除いた領域に、蒸着によってＡｌ膜、Ａｇ膜、Ａｌ膜を順に積層してＡｌ／Ａｇ
／Ａｌからなる反射膜１９を形成する（図２（ｃ））。Ａｌ膜は１～３０Å、Ａｇ膜は５
００～５０００Åである。
【００３４】
　次に、第１絶縁膜１６ａ上および反射膜１９上に、ＣＶＤ法によって、ＳｉＯ2 からな
る厚さ１００ｎｍの第２絶縁膜１６ｂ（絶縁膜１６の一部）を形成する。これにより、第
１絶縁膜１６ａと第２絶縁膜１６ｂとの間に反射膜１９が埋め込まれるように形成される
。そして、第２絶縁膜１６ｂ上の所定の領域（下部に反射膜１９やｎ中間電極２４、ｐ中
間電極２５が位置していない領域）にドライエッチングによって孔３０を形成し、その孔
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３０底面にＩＴＯ電極１５を露出させる。そして、反射膜１９の上部に位置する第２絶縁
膜１６ｂ上と孔３０に連続して、蒸着、リフトオフによって導電膜２３を形成する（図２
（ｄ））。これにより、導電膜２３とＩＴＯ電極１５とが孔３０を通して接続される。
【００３５】
　次に、第２絶縁膜１６ｂ上および導電膜２３上に、ＣＶＤ法によって、ＳｉＯ2 からな
る厚さ１００ｎｍの第３絶縁膜１６ｃ（絶縁膜１６の一部）を形成する。第１絶縁膜１６
ａ、第２絶縁膜１６ｂ、第３絶縁膜１６ｃが一体として絶縁膜１６を形成する（図２（ｅ
））。
【００３６】
　次に、絶縁膜１６上であって、ｎ中間電極２４、ｐ中間電極２５の上部に位置する領域
に、ドライエッチングによってｎ中間電極２４を露出させる孔２０、およびｐ中間電極２
５を露出させる孔２１をそれぞれ形成する。その後、第３絶縁膜１６ｃ上の所定の領域お
よび孔２０、２１に、蒸着、リフトオフによって、Ｔｉ／Ｎｉ／Ａｕ／Ａｌからなる配線
状のｎ配線電極１７、ｐ配線電極１８を形成する（図２（ｆ））。これにより、ｎ配線電
極１７とｎ中間電極２４、およびｐ配線電極１８とｐ中間電極２５とを接続する。ｎ配線
電極１７とｐ配線電極１８はそれぞれ別に形成してもよいし、同時に形成してもよい。
【００３７】
　次に、ｎ配線電極１７、ｐ配線電極１８上に、ＣＶＤ法によって絶縁膜２２を形成し、
絶縁膜２２の所定の領域にドライエッチングによって孔２８、２９を形成する。そして、
絶縁膜２２上であってｎ配線電極１７の上部に当たる位置と孔２８にはんだ層２６、絶縁
膜２２上であってｐ配線電極１８の上部に当たる位置と孔２９にはんだ層２７を形成し、
孔２８を介してｎ配線電極１７とはんだ層２６、孔２９を介してｐ配線電極１８とはんだ
層２７とを接続する。以上によって、図１に示す実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子
が製造される。
【００３８】
　また、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子では、ＩＴＯ電極１５を用いたが、III 
族窒化物半導体発光素子の発光波長に対して光透過性を有し、ｐ型層１３とオーミック接
触する材料であれば他の材料を用いてもよい。そのような材料として、１０ｎｍ程度の厚
さのＣｏ／Ａｕなどからなる金属薄膜や、ＩＣＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｃｅｒｉｕｍ　Ｏｘｉ
ｄｅ；酸化インジウムセリウム）などからなる導電性透明酸化物が挙げられる。
【００３９】
　また、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子では、絶縁膜１６の材料としてＳｉＯ2 

を用いたが、III 族窒化物半導体発光素子の発光波長に対して光透過性を有する絶縁材料
であれば他の材料を用いてもよい。そのような材料として、Ａｌ2 Ｏ3 、ＴｉＯ2 などの
酸化物、Ｓｉ3 Ｎ4 などの窒化物、ＳｉＯx Ｎy などの酸窒化物が挙げられる。
【００４０】
　また、実施例１のIII 族窒化物半導体発光素子では、ｎ型層１１とｎ配線電極１７とを
、ｎ中間電極２４を介して接続させた構造としたが、ｎ中間電極２４を介さずに直接ｎ型
層１１とｎ配線電極１７とを接続させた構造としてもよい。同様に、実施例１のIII 族窒
化物半導体発光素子では、ｐ型層１３またはＩＴＯ電極１５とｐ配線電極１８とを、ｐ中
間電極２５を介して接続させた構造としたが、ｐ中間電極２５を介さずにｐ型層１３また
はＩＴＯ電極１５とｐ配線電極１８とを直接接続させた構造としてもよい。
【００４１】
　また、実施例１はフリップチップ型のIII 族窒化物半導体発光素子であったが、本発明
はフェイスアップ型のIII 族窒化物半導体発光素子においても適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明のIII 族窒化物半導体発光素子は、照明装置や表示装置などの光源として利用す
ることができる。
【符号の説明】
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【００４３】
　１０：サファイア基板
　１１：ｎ型層
　１２：発光層
　１３：ｐ型層
　１４、２０、２１：孔
　１５：ＩＴＯ電極
　１６：絶縁膜
　１７：ｎ配線電極
　１８：ｐ配線電極
　１９：反射膜
　２３：導電膜
　２４：ｎ中間電極
　２５：ｐ中間電極
　２６、２７：はんだ層

【図１】 【図２】
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